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1．はじめに 

近年、クリーンな環境を維持し、化石燃料代替エネルギーとして注目されている Si太陽電池の

研究開発が盛んに行われている。我々は、環境軽負荷型の半導体薄膜形成手法としてスパッタエ

ピタキシー法を提案している[1]。本法は原料利用効率が高く、また、ドーパントの活性化熱処理

が不要であるという大きな特徴を有しており、低コスト Si太陽電池作製への応用が期待される[2]。 

本研究では、p-Si基板を用いて太陽電池の n
+
-Si層、および、裏面電極近傍のキャリアの再結合

を抑制する裏面電界(Backs Surface field、BSF)構造となる p
+
-Si層を、スパッタエピタキシー法を

用いて形成し[1,2]、p
+
-Si層のドーパント濃度と太陽電池特性との相関を調べ、スパッタエピタキ

シー法を用いた場合の BSF 構造の効果を調査した。 

2．実験結果 

素子構造を図 1に、p
+
-Si層をドーパント濃度を変化して作製した太陽電池の J-V特性・変換効

率を図 2、3に示す。p
+
-Si層のドーパント濃度が 5.2×10

19
cm

-3付近で変換効率が最大になることが

得られ、テクスチャーと反射防止膜なしで、スパッタエピタキシー法を用いて、開口率 100％換

算で 10.7％の変換効率を取得した。これは、ラマン分光測定結果と併せて、p
+
-Si層のドーパント

濃度が高い場合は、p
+
-Si層の結晶性が悪化し、また、ドーパント濃度が低い場合は、pp

+層間のポ

テンシャル障壁の差が小さくなり、BSF 構造の効果が小さくなることによって、最適なドーパン

ト濃度が存在すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1素子構造       図 2 J-V特性(開口率 100%)         図 3 p
+
-Si濃度と変換効率 
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